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[57]申請專利範圍
1.　一種矽控整流器(silicon controlled rectifier，SCR)，包括將電流由一 SCR陽極導向一 SCR
陰極的一電流路徑；其中該電流路徑包括：一第一垂直電流路徑部分，耦接至該 SCR陽
極；一第二垂直電流路徑部分，耦接至該 SCR陰極；以及一水平電流路徑部分，位於該
第一與第二垂直電流路徑部分之下，其中該水平電流路徑部分包括一第一阱區與一第二

阱區，該第一阱區與該第二阱區會合於一接面，而該接面疊置於一第一平面之上，其中

該第一阱區與該第二阱區互相配合以橫跨該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路

徑部分兩者之間所間隔的距離。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之矽控整流器，其中該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直
電流路徑部分以該第一平面呈鏡像對稱；其中該矽控整流器更包括：至少一第一垂直電

流路徑凹入處，其由該第一垂直電流路徑部分之一側壁向內延伸；以及至少一第二垂直

電流路徑凹入處，其由該第二垂直電流路徑部分之一側壁向內延伸；其中該至少一第一

垂直電流路徑凹入處與該至少一第二垂直電流路徑凹入處以該第一平面呈鏡像對稱；至

少一第一阱區接觸點，配置於該至少一第一垂直電流路徑凹入處之中，該至少一第一阱

區接觸點電性耦接至一第 一井；至少一第二阱區接觸點，配置於該至少一第二垂直電流
路徑凹入處之中，該至少一第二阱區接觸點電性耦接至一第二井；其中該至少一第一阱
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區接觸點與該至少一第二阱區接觸點短路；其中一第二平面與該第一平面垂直相交，使

得該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路徑部分以該第二平面互相對稱。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之矽控整流器，其中該第一垂直電流路徑部分係一 u型、f
型、π型或 w型凸出物，其由該 SCR所在之基質垂直向上延伸；其中該第二垂直電流路
徑部分係一 u型、f型、π型或 w型凸出物，其由該基質垂直向上延伸，並與該第一垂直
電流路徑部分之該 u型、f型、π型或 w型凸出物以該第一平面呈鏡像對稱；其中該矽控
整流器更包括配置於該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路徑部分之該 u型、f
型、π型或 w型凸出物之凹入處的複數個接觸點。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之矽控整流器，其中該第一垂直電流路徑部分具有一第一導
電率型，而該第一井具有與該第一導電率型相反的一第二導電型；其中該第一阱區具有

該第二導電率型，而該第二阱區具有該第一導電率型。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之矽控整流器，其中該 SCR陽極包括複數個 u型、f型、π
型或 w型凸出物，其中，當該等凸出物沿著平行該第二平面的方向延伸時，相鄰的 u
型、f型、π型或 w型凸出物之側壁互相緊靠或合併。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之矽控整流器，其中該 SCR陽極包括複數個 u型、f型、π
型或 w型凸出物，其中相鄰的 u型、f型、π型或 w型凸出物之側壁互相緊靠或合併。

7.　一種矽控整流器(SCR)，形成於一基質之上，包括一 SCR陽極、一 SCR陰極，以及將電
流由該 SCR陽極導向該 SCR陰極的一電流路徑；其中該電流路徑包括：一第一垂直電
流路徑部分，耦接至該 SCR陽極，並且具有一第一導電率型；一第二垂直電流路徑部
分，耦接至該 SCR陰極，並且具有與該第一導電率型相反的一第二導電率型，其中該第
二垂直電流路徑部分與該第一垂直電流路徑部分水平配置於相同的平面，且兩者水平間

隔一距離；以及一水平電流路徑部分，配置於該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電

流路徑部分之下，並橫跨該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路徑部分之間所間

隔的距離，該水平電流路徑部分包括：一第一阱區，耦接至該第一垂直電流路徑部分並

配置於該第一垂直電流路徑部分之下，其中該第一井具有該第二導電率型；以及一第二

阱區，耦接至該第二垂直電流路徑部分並配置於該 第二垂直電流路徑部分之下，其中該
第一井與該第二井會合於一接面，而該接面對齊一第一平面，其中該第二井具有該第一

導電率型。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之矽控整流器，其中該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直
電流路徑部分以該第一平面呈鏡像對稱；其中該第一垂直電流路徑部分係一細長半導體

本體，具有相對的側壁；其中該細長半導體本體包括具有該第一導電率型的一上層，以

及具有該第二導電率型的一下層；該矽控整流器更包括：複數個介電區，相鄰於該半導

體本體，並位於兩側壁之側；以及至少一第一阱區接觸點，耦接至該第一阱區，並與至

少一第二阱區接觸點短路，其中該第二阱區接觸點耦接至該第二阱區；其中一第二平面

與該第一平面垂直交錯，使得該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路徑部分以該

第二平面互相對稱。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之矽控整流器，其中該第一垂直電流路徑部分係一 u型、f
型、π型或 w型凸出物，由該 SCR所在之一基質垂直向上延伸；其中該第二垂直電流路
徑部分係一 u型、f型、π型或 w型凸出物，由該基質垂直向上延伸，並與該第一垂直電
流路 徑部分之該 u型、f型、π型或 w型凸出物以該第一平面呈鏡像對稱；其中該矽控
整流器更包括配置於該第一垂直電流路徑部分與該第二垂直電流路徑部分之該 u型、f
型、π型或 w型凸出物的凹入處內的複數個接觸點。

10.   一種製造用以做為 ESD防護電路之矽控整流器(silicon controlled rectifier，SCR)之方法，
包括：形成一 n-井，其在一半導體基質中具有一第一 n摻雜濃度；形成一 p井其在一半

(2)
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導體基質中具有一第一 p摻雜濃度，其中該 p井與該 n-井會合於一接面；以及形成一陽
極區於該 n-井之上；其中該陽極區具有一第二 p摻雜濃度，其值大於該第一 p摻雜濃
度，該陽極區包括一 u型、f型、π型或 w型凸出物，其由該半導體基質向外延伸，更包
括：形成 n-井接觸點，其在該陽極區之該 u型、f型、π型或 w型凸出物之凹入處具有
一第二 n摻雜濃度；形成一陰極區，其在該 p井上具有一第二 n摻雜濃度，其中該陰極
區包括一 u型、f型、π型或 w型凸出物，其由該半導體基質向外延伸；以及形成 p井接
觸點，其在該陰極區之該 u型、f型、π型或 w型凸出物之凹入處具有一第二 p摻雜濃
度；其中所形成的該陽極區與該陰極區包括多個 u型、f型、π型或 w型凸出物，其中該
陽極區與陰極區以該接面所在之一平面互相對稱； 其中該半導體基質係一矽基質。

圖式簡單說明

第 1A圖為一實施例中具有 ESD敏感電路及 ESD防護電路之積體電路示意圖。
第 1B圖為某些實施例中第 1A圖中 ESD防護電路中所使用的 SCR之另一角度視圖。
第 2A圖為某些實施例中具有 w型防護之 SCR示意圖。
第 2B圖為第 2A圖中之 SCR上對稱的第一及第二平面。
第 3圖為第 2A圖中具有絕緣區之上視圖。
第 4圖為一實施例中第 3圖之 SCR之剖面側視圖。
第 5圖為一實施例中第 3圖 SCR之剖面側視圖。
第 6A圖為其他實施例中具有 u型防護之 SCR之示意圖。
第 6B圖為其他實施例中具有多重 u型防護之 SCR之示意圖。
第 7A圖至第 7B圖為包括四個 SCR之電路，其可分流 ESC脈衝。
第 8圖為第 7A圖之對應 SCR上視圖。
第 9圖為某些實施例中電流如何通過 SCR之示意圖。
第 10圖為製造用以做為 ESD防護電路之 SCR之方法流程圖。
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